
JP 5528475 B2 2014.6.25

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに平行に延びるように設けられた複数の走査配線と、
　上記各走査配線と交差する方向に互いに平行に延びるように設けられた複数の信号配線
と、
　上記各走査配線と上記各信号配線との交差部分毎にそれぞれ設けられ、各々、半導体層
、並びに該半導体層上に上記各信号配線と同一層に形成されたソース電極及びドレイン電
極を有する複数の薄膜トランジスタと、
　上記各走査配線と上記各信号配線との間に設けられた塗布型の絶縁層とを備えたアクテ
ィブマトリクス基板であって、
　上記絶縁層には、上記各半導体層が露出するように複数の開口部が形成され、
　上記絶縁層の各開口部の周端の少なくとも一部は、上記各半導体層の周端よりも内側に
配置され、
　上記各薄膜トランジスタは、上記各走査配線と同一層に形成されたゲート電極を有し、
　上記各半導体層及び各ゲート電極は、ゲート絶縁膜を介して電気的に絶縁され、
　上記ゲート絶縁膜は、上記各走査配線の上面を覆うと共に互いに平行に延びるように複
数設けられ、
　上記各ゲート絶縁膜の少なくとも一方の側端部は、上記各走査配線から突出しており、
　上記絶縁層は、上記各ゲート絶縁膜の突出している部分を覆うように設けられているこ
とを特徴とするアクティブマトリクス基板。
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【請求項２】
　請求項１に記載されたアクティブマトリクス基板において、
　上記各走査配線の間には、該各走査配線に沿って延びるように補助容量配線が設けられ
、
　上記絶縁層には、上記各補助容量配線と重なるように複数の開口部が形成され、
　上記各補助容量配線及び各ドレイン電極は、ゲート絶縁膜を介して電気的に絶縁されて
いることを特徴とするアクティブマトリクス基板。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載されたアクティブマトリクス基板において、
　上記絶縁層は、有機スピンオンガラス材料により構成されていることを特徴とするアク
ティブマトリクス基板。
【請求項４】
　互いに平行に延びるように設けられた複数の走査配線と、
　上記各走査配線と交差する方向に互いに平行に延びるように設けられた複数の信号配線
と、
　上記各走査配線と上記各信号配線との交差部分毎にそれぞれ設けられ、各々、半導体層
を有する複数の薄膜トランジスタと、
　上記各走査配線と上記各信号配線との間に設けられた塗布型の絶縁層とを備えたアクテ
ィブマトリクス基板を製造する方法であって、
　絶縁基板上に、金属膜、無機絶縁膜、半導体膜及び感光性樹脂膜を順に積層し、該感光
性樹脂膜をハーフトーンで露光することにより、上記半導体膜上に上記各走査配線となる
部分に重なると共に上記各半導体層となる部分が相対的に厚くなるようにレジストパター
ンを形成した後に、該レジストパターンから露出する上記半導体膜及び該半導体膜の下層
の無機絶縁膜をエッチングして、ゲート絶縁膜を形成するゲート絶縁膜形成工程と、
　上記レジストパターンを薄肉化することにより該レジストパターンから露出させた上記
半導体膜をエッチングして、上記各半導体層を形成する半導体層形成工程と、
　上記ゲート絶縁膜から露出する上記金属膜をエッチングして、上記各走査配線を形成す
る走査配線形成工程と、
　上記各走査配線が形成された絶縁基板を覆うようにスピンオンガラス材料を塗布及びベ
ーキングした後に、該スピンオンガラス材料を上記各半導体層が露出するようにパターニ
ングして、絶縁層を形成する絶縁層形成工程と、
　上記絶縁層上に上記各信号配線を形成すると共に、上記各半導体層上に互いに対峙する
ようにソース電極及びドレイン電極を形成する信号配線形成工程とを備えることを特徴と
するアクティブマトリクス基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アクティブマトリクス基板及びその製造方法に関し、特に、塗布型の絶縁膜
を用いたアクティブマトリクス基板及びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置を構成するアクティブマトリクス基板は、例えば、互いに平行に延びるよ
うに設けられた複数の走査配線と、各走査配線と直交する方向に互いに平行に延びるよう
に設けられた複数の信号配線と、各走査配線及び各信号配線の交差部分毎にそれぞれ設け
られた複数の薄膜トランジスタ（以下、「ＴＦＴ」とも称する）とを備えている。このア
クティブマトリクス基板では、各走査配線と各信号配線との交差部分に形成される容量を
低減するために、各走査配線と各信号配線とをＳＯＧ（Spin on Glass）膜と呼ばれる塗
布型の絶縁膜で電気的に絶縁する構成が、近年、提案されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、各走査配線を覆う多層絶縁膜が、有機ＳＯＧ材料を塗布して
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形成されたＳＯＧ膜をパターニングした下層の第１の絶縁層と、窒化シリコン膜などの無
機絶縁膜からなる上層の第２の絶縁層とにより構成されたアクティブマトリクス基板が開
示されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、各ＴＦＴを覆うＳＯＧ膜を用いた絶縁膜を有し、各信号配線が
、各ＴＦＴのソース電極及びドレイン電極と異なる導電層により形成され、且つ絶縁膜に
形成されたコンタクトホールを介して各ＴＦＴのソース電極に接続されたアクティブマト
リクス基板が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開第２００６／０２２２５９号パンフレット
【特許文献２】特開２００６－２１５０８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　図１４及び図１５は、塗布型の絶縁膜を用いた従来のアクティブマトリクス基板１２０
の製造工程を断面で示す説明図である。なお、図１４及び図１５では、領域ＡにおいてＴ
ＦＴ部の断面を示し、領域Ｂにおいて画素電極のコンタクト部の断面を示し、領域Ｃにお
いて配線切り替え部の断面を示している。
【０００７】
　以下に、塗布型の絶縁膜を用いた従来のアクティブマトリクス基板１２０の製造工程を
説明する。
【０００８】
　まず、図１４（ａ）に示すように、スパッタリング法を用いて３層の金属膜を積層した
後に、その金属積層膜をフォトリソグラフィーを用いてパターニングすることにより、走
査配線１１１ａ、補助容量配線１１１ｂ及び信号線引出配線１１１ｃを形成する。
【０００９】
　続いて、図１４（ｂ）に示すように、走査配線１１１ａ、補助容量配線１１１ｂ及び信
号線引出配線１１１ｃが形成された基板全体に、有機ＳＯＧ膜を塗布及びベーキングした
後に、その有機ＳＯＧ膜をフォトリソグラフィーを用いてパターニングすることにより、
第１絶縁層１１２を形成する。
【００１０】
　そして、図１４（ｃ）に示すように、第１絶縁層１１２が形成された基板全体に、ＣＶ
Ｄ（Chemical Vapor Deposition）法を用いて、第２絶縁層１１３、真性アモルファスシ
リコン膜及びｎ＋アモルファスシリコン膜を順に積層した後に、真性アモルファスシリコ
ン膜及びｎ＋アモルファスシリコン膜の半導体積層膜をフォトリソグラフィーを用いてパ
ターニングすることにより、真性アモルファスシリコン層１１４ａ及び１１４ｂ、並びに
ｎ＋アモルファスシリコン層１１５ａ及び１１５ｂを形成する。
【００１１】
　さらに、図１４（ｄ）に示すように、真性アモルファスシリコン層１１４ａ及び１１４
ｂ、並びにｎ＋アモルファスシリコン層１１５ａ及び１１５ｂが形成された基板全体に、
スパッタリング法を用いて２層の金属膜を積層した後に、その金属積層膜をフォトリソグ
ラフィーを用いてパターニングすることにより、ソース電極１１６ａ（信号配線）及びド
レイン電極１１６ｂ（補助容量電極）を形成する。
【００１２】
　その後、図１４（ｅ）に示すように、ソース電極１１６ａ及びドレイン電極１１６ｂか
ら露出するｎ＋アモルファスシリコン層１１５ａ及び１１５ｂ、並びにその下層の真性ア
モルファスシリコン層１１４ａ及び１１４ｂの上層部をドライエッチングを用いて除去す
ることにより、真性アモルファスシリコン層１１４ａａ及びｎ＋アモルファスシリコン層
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１１５ａａを有する半導体層１０４ａ、並びに真性アモルファスシリコン層１１４ｂａ及
びｎ＋アモルファスシリコン層１１５ｂａを有する半導体層１０４ｂを形成して、ＴＦＴ
５を形成する。
【００１３】
　引き続いて、図１５（ａ）に示すように、ＴＦＴ５が形成された基板全体に、ＣＶＤ法
を用いて、無機絶縁膜１１７を形成した後に、図１５（ｂ）に示すように、感光性樹脂膜
を塗布して、その感光性樹脂膜をパターニングすることにより、第４絶縁層１１８を形成
する。
【００１４】
　さらに、図１５（ｃ）に示すように、第４絶縁層１１８から露出する無機絶縁膜１１７
をドライエッチングを用いて除去することにより、第３絶縁層１１７ａを形成する。
【００１５】
　最後に、図１５（ｄ）に示すように、第３絶縁層１１７ａが形成された基板全体に、ス
パッタリング法を用いて透明導電膜を形成した後に、その透明導電膜をフォトリソグラフ
ィーを用いてパターニングすることにより、画素電極１１９ａ及び透明導電層１１９ｂを
形成して、アクティブマトリクス基板１２０を製造することができる。
【００１６】
　以上説明したように、従来のアクティブマトリクス基板１２０では、各走査配線１１１
ａと各信号配線（１１６ａ）との間に、比較的厚い有機ＳＯＧ膜をパターニングして形成
された第１絶縁層１１２が配置されているので、各走査配線１１１ａと各信号配線１１６
ａとの交差部分に形成される容量を低減することができるものの、第１絶縁層１１２を形
成した後に、真性アモルファスシリコン膜及びｎ＋アモルファスシリコン膜の半導体膜を
ＣＶＤ法により形成するので、第１絶縁層１１２を構成するＳＯＧ膜に、例えば、３００
℃以上の高い耐熱性が求められる。そうなると、アクティブマトリクス基板において、各
走査配線と各信号配線との交差部分の容量を低減するために用いるＳＯＧ膜の材料選択の
自由度が低下してしまう。
【００１７】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、アクティ
ブマトリクス基板において、各走査配線と各信号配線との交差部分の容量を低減するため
に用いる塗布型の絶縁膜の材料選択の自由度を向上させることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記目的を達成するために、本発明は、半導体層を形成した後に、塗布型の絶縁層を形
成するようにしたものである。
【００１９】
　具体的に本発明に係るアクティブマトリクス基板は、互いに平行に延びるように設けら
れた複数の走査配線と、上記各走査配線と交差する方向に互いに平行に延びるように設け
られた複数の信号配線と、上記各走査配線と上記各信号配線との交差部分毎にそれぞれ設
けられ、各々、半導体層、並びに該半導体層上に上記各信号配線と同一層に形成されたソ
ース電極及びドレイン電極を有する複数の薄膜トランジスタと、上記各走査配線と上記各
信号配線との間に設けられた塗布型の絶縁層とを備えたアクティブマトリクス基板であっ
て、上記絶縁層には、上記各半導体層が露出するように複数の開口部が形成され、上記絶
縁層の各開口部の周端の少なくとも一部は、上記各半導体層の周端よりも内側に配置され
、上記各薄膜トランジスタは、上記各走査配線と同一層に形成されたゲート電極を有し、
上記各半導体層及び各ゲート電極は、ゲート絶縁膜を介して電気的に絶縁され、上記ゲー
ト絶縁膜は、上記各走査配線の上面を覆うと共に互いに平行に延びるように複数設けられ
、上記各ゲート絶縁膜の少なくとも一方の側端部は、上記各走査配線から突出しており、
上記絶縁層は、上記各ゲート絶縁膜の突出している部分を覆うように設けられていること
を特徴とする。
【００２０】
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　上記の構成によれば、各走査配線と各信号配線との間に設けられた塗布型の絶縁層に形
成された各開口部の周端の少なくとも一部が各半導体層の周端よりも内側に配置されてい
るので、例えば、ＣＶＤ法を用いて半導体層を形成した後に、塗布型の絶縁層を形成する
ように構成されている。これにより、塗布型の絶縁層を形成するための塗布型の絶縁膜に
おいて、例えば、ＣＶＤ工程に耐え得る３００℃以上の耐熱性を有する必要がなくなり、
耐熱性の低いスピンオンガラス材料を塗布型の絶縁膜として用いることが可能になるので
、アクティブマトリクス基板において、各走査配線と各信号配線との交差部分の容量を低
減するために用いる塗布型の絶縁膜の材料選択の自由度が向上する。
【００２１】
　また、各薄膜トランジスタにおいて、半導体層及びゲート電極の間には、比較的厚い塗
布型の絶縁層が配置せずに、半導体層及びゲート電極が比較的薄いゲート絶縁膜を介して
電気的に絶縁されているので、低消費電力の薄膜トランジスタが具体的に構成される。
【００２２】
　また、ゲート絶縁膜が各走査配線の上面を覆うと共に互いに平行に延びるように複数設
けられているので、走査配線の形成する際のパターニングと半導体層の形成する際のパタ
ーニングとを１回のフォトリソグラフィで行うことが可能になり、製造に必要なフォトマ
スクの枚数が削減される。
【００２３】
　また、各ゲート絶縁膜の少なくとも一方の側端部が各走査配線から突出してオーバーハ
ング状態に形成され、且つゲート絶縁膜の突出している部分を覆うように塗布型の絶縁層
が設けられているので、ゲート絶縁膜のオーバーハングに起因する信号配線の断線や走査
配線と信号配線との短絡などの発生が抑制される。
【００２４】
　上記各走査配線の間には、該各走査配線に沿って延びるように補助容量配線が設けられ
、上記絶縁層には、上記各補助容量配線と重なるように複数の開口部が形成され、上記各
補助容量配線及び各ドレイン電極は、ゲート絶縁膜を介して電気的に絶縁されていてもよ
い。
【００２５】
　上記の構成によれば、補助容量を構成する補助容量配線及びドレイン電極の間には、比
較的厚い塗布型の絶縁層が配置せずに、補助容量配線及びドレイン電極が比較的薄いゲー
ト絶縁膜を介して電気的に絶縁されているので、大容量の補助容量が具体的に構成される
。
【００２６】
　上記絶縁層は、有機スピンオンガラス材料により構成されていてもよい。
【００２７】
　上記の構成によれば、絶縁層が有機スピンオンガラス材料により構成されているので、
例えば、感光性を有する有機スピンオンガラス材料に対して、露光及び現像を行うことに
より、絶縁層が形成される。
【００２８】
　また、本発明に係るアクティブマトリクス基板の製造方法は、互いに平行に延びるよう
に設けられた複数の走査配線と、上記各走査配線と交差する方向に互いに平行に延びるよ
うに設けられた複数の信号配線と、上記各走査配線と上記各信号配線との交差部分毎にそ
れぞれ設けられ、各々、半導体層を有する複数の薄膜トランジスタと、上記各走査配線と
上記各信号配線との間に設けられた塗布型の絶縁層とを備えたアクティブマトリクス基板
を製造する方法であって、絶縁基板上に、金属膜、無機絶縁膜、半導体膜及び感光性樹脂
膜を順に積層し、該感光性樹脂膜をハーフトーンで露光することにより、上記半導体膜上
に上記各走査配線となる部分に重なると共に上記各半導体層となる部分が相対的に厚くな
るようにレジストパターンを形成した後に、該レジストパターンから露出する上記半導体
膜及び該半導体膜の下層の無機絶縁膜をエッチングして、ゲート絶縁膜を形成するゲート
絶縁膜形成工程と、上記レジストパターンを薄肉化することにより該レジストパターンか
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ら露出させた上記半導体膜をエッチングして、上記各半導体層を形成する半導体層形成工
程と、上記ゲート絶縁膜から露出する上記金属膜をエッチングして、上記各走査配線を形
成する走査配線形成工程と、上記各走査配線が形成された絶縁基板を覆うようにスピンオ
ンガラス材料を塗布及びベーキングした後に、該スピンオンガラス材料を上記各半導体層
が露出するようにパターニングして、絶縁層を形成する絶縁層形成工程と、上記絶縁層上
に上記各信号配線を形成すると共に、上記各半導体層上に互いに対峙するようにソース電
極及びドレイン電極を形成する信号配線形成工程とを備えることを特徴とする。
【００２９】
　上記の方法によれば、半導体層形成工程において、ゲート絶縁膜形成工程で形成された
ゲート絶縁膜上に、例えば、ＣＶＤ法を用いて、半導体層を形成した後に、絶縁層形成工
程において、走査配線形成工程で形成された各走査配線と後の信号配線形成工程で形成さ
れる各信号配線との間に配置する塗布型の絶縁層を形成するので、塗布型の絶縁層を形成
するための塗布型の絶縁膜において、例えば、ＣＶＤ工程に耐え得る３００℃以上の耐熱
性を有する必要がなくなる。これにより、耐熱性の低いスピンオンガラス材料を塗布型の
絶縁膜として用いることが可能になるので、アクティブマトリクス基板において、各走査
配線と各信号配線との交差部分の容量を低減するために用いる塗布型の絶縁膜の材料選択
の自由度が向上する。なお、上記の方法によれば、ゲート絶縁膜形成工程でハーフトーン
の露光が可能な１枚目のフォトマスクを用い、絶縁層形成工程で２枚目のフォトマスクを
用い、信号配線形成工程で３枚目のフォトマスクを用い、その後の工程を省略しているも
のの、後述する実施形態で記載するように、層間絶縁膜を形成する工程で４枚目のフォト
マスクを用い、画素電極を形成する工程で５枚目のフォトマスクを用いるので、合計５枚
のフォトマスクを用いてアクティブマトリクス基板を製造することになり、製造コストが
低減される。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、半導体層を形成した後に、塗布型の絶縁層を形成するように構成され
ているので、アクティブマトリクス基板において、各走査配線と各信号配線との交差部分
の容量を低減するために用いる塗布型の絶縁膜の材料選択の自由度を向上させることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】図１は、実施形態１に係るアクティブマトリクス基板を備えた液晶表示装置を示
す斜視図である。
【図２】図２は、実施形態１に係るアクティブマトリクス基板の表示部を示す平面図であ
る。
【図３】図３は、実施形態１に係るアクティブマトリクス基板の配線切り替え部を示す平
面図である。
【図４】図４は、実施形態１に係るアクティブマトリクス基板の製造工程を断面で示す第
１の説明図である。
【図５】図５は、図４に続くアクティブマトリクス基板の製造工程を断面で示す第２の説
明図である。
【図６】図６は、実施形態１に係るアクティブマトリクス基板に対向して配置される対向
基板３０の製造工程を断面で示す説明図である。
【図７】図７は、実施形態２に係るアクティブマトリクス基板の製造工程を断面で示す第
１の説明図である。
【図８】図８は、図７に続くアクティブマトリクス基板の製造工程を断面で示す第２の説
明図である。
【図９】図９は、図８に続くアクティブマトリクス基板の製造工程を断面で示す第３の説
明図である。
【図１０】図１０は、実施形態３に係るアクティブマトリクス基板の製造工程を断面で示
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す説明図である。
【図１１】図１１は、実施形態４に係るアクティブマトリクス基板の表示部を示す平面図
である。
【図１２】図１２は、実施形態４に係るアクティブマトリクス基板の配線切り替え部を示
す平面図である。
【図１３】図１３は、実施形態４に係るアクティブマトリクス基板の製造工程を断面で示
す説明図である。
【図１４】図１４は、塗布型の絶縁膜を用いた従来のアクティブマトリクス基板の製造工
程を断面で示す第１の説明図である。
【図１５】図１５は、図１４に続くアクティブマトリクス基板の製造工程を断面で示す第
２の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、本発明は、以下の各
実施形態に限定されるものではない。
【００３３】
　《発明の実施形態１》
　図１～図６は、本発明に係るアクティブマトリクス基板及びその製造方法の実施形態１
を示している。具体的に、図１は、本実施形態のアクティブマトリクス基板２０ａを備え
た液晶表示装置５０を示す斜視図である。また、図２は、アクティブマトリクス基板２０
ａの表示部、すなわち、画像の最小単位である各画素を示す平面図であり、図３は、アク
ティブマトリクス基板２０ａの配線切り替え部を示す平面図である。さらに、図４及び図
５は、アクティブマトリクス基板２０ａの製造工程を断面で示す説明図であり、図６は、
アクティブマトリクス基板２０ａに対向して配置される対向基板３０の製造工程を断面で
示す説明図である。なお、図５（ｄ）は、アクティブマトリクス基板２０ａの断面図に相
当し、領域Ａが図２中のＡ－Ａ線に沿った断面を示し、領域Ｂが図２中のＢ－Ｂ線に沿っ
た断面を示し、領域Ｃが図３中のＣ－Ｃ線に沿った断面を示している。
【００３４】
　液晶表示装置５０は、図１に示すように、互いに対向するように設けられたアクティブ
マトリクス基板２０ａ及び対向基板３０と、アクティブマトリクス基板２０ａ及び対向基
板３０の間にシール材（不図示）を介して封入された液晶層（不図示）とを備えている。
そして、液晶表示装置５０では、図１に示すように、対向基板３０から露出するアクティ
ブマトリクス基板２０ａの端子領域Ｔに、各々、ゲートドライバＩＣ（Integrated Circu
it）が実装された複数のゲート側ＴＣＰ（Tape Carrier Package）４１、及び各々、ソー
スドライバＩＣが実装された複数のソース側ＴＣＰ４２がＡＣＦ（Anisotropic Conducti
ve Film）を介して貼り付けられている。
【００３５】
　アクティブマトリクス基板２０ａは、図２及び図５（ｄ）に示すように、絶縁基板１０
ａ上に互いに平行に延びるように設けられた複数の走査配線１１ａと、各走査配線１１ａ
の間にそれぞれ設けられ、互いに平行に延びる複数の補助容量配線１１ｂと、各走査配線
１１ａと直交する方向に互いに平行に延びるように設けられた複数の信号配線１６ａと、
各走査配線１１ａ及び各信号配線１６ａの交差部分毎、すなわち、各画素毎にそれぞれ設
けられた複数のＴＦＴ５と、各ＴＦＴ５を覆うように設けられた無機絶縁層１７ａ及び有
機絶縁層１８からなる層間絶縁膜と、その層間絶縁膜上にマトリクス状に設けられた複数
の画素電極１９ａと、各画素電極１９ａを覆うように設けられた配向膜（不図示）とを備
えている。
【００３６】
　走査配線１１ａは、端子領域Ｔに引き出され、図１に示すように、ゲート側ＴＣＰ４１
に接続されている。
【００３７】
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　信号配線１６ａは、端子領域Ｔに引き出され、その端子領域Ｔにおいて、図１、図３及
び図５（ｄ）に示すように、透明導電層１９ｂを介して信号線引出配線１１ｃに接続され
、その信号線引出配線１１ｃがソース側ＴＣＰ４２に接続されている。なお、本実施形態
では、信号配線１６ａが信号線引出配線１１ｃを介してソース側ＴＣＰ４２に接続された
構成を例示したが、必要に応じて、信号配線をそのまま引き出して、ソース側ＴＣＰに直
接接続してもよい。
【００３８】
　ＴＦＴ５は、図２及び図５（ｄ）に示すように、絶縁基板１０ａ上に設けられたゲート
電極（１１ａ）と、ゲート電極（１１ａ）を覆うように設けられたゲート絶縁膜１２と、
ゲート絶縁膜１２上でゲート電極（１１ａ）に対応する位置に島状に設けられた半導体層
４ａと、半導体層４ａ上に互いに対峙するように設けられたソース電極１６ａａ及びドレ
イン電極１６ｂとを備えている。ここで、図２に示すように、ゲート電極（１１ａ）は、
走査配線１１ａの一部であり、ソース電極１６ａａは、信号配線１６ａの側方への突出し
た部分である。また、ドレイン電極１６ｂは、図２及び図５（ｄ）に示すように、無機絶
縁層１７ａ及び有機絶縁層１８からなる層間絶縁膜に形成されたコンタクトホール１８ａ
を介して画素電極１９ａに接続されていると共に、ゲート絶縁膜１２を介して補助容量配
線１１ｂと重なることにより補助容量６を構成している。さらに、半導体層４ａは、図５
（ｄ）に示すように、チャネル領域を有する真性アモルファスシリコン層１３ａａと、真
性アモルファスシリコン層１３ａａ上にそのチャネル領域が露出するように設けられ、ソ
ース電極１６ａａ及びドレイン電極１６ｂに接続されたｎ＋アモルファスシリコン層１４
ａａとを備えている。
【００３９】
　アクティブマトリクス基板２０ａでは、図５（ｄ）に示すように、各走査配線１１ａと
各信号配線１６ａとの交差部分の容量を低減するために、走査配線１１ａ及び信号配線１
６ａの間に塗布型の絶縁層１５が設けられている。そして、絶縁層１５には、図２及び図
５（ｄ）に示すように、各半導体層４ａが露出するように複数の開口部１５ａが形成され
、各補助容量配線１１ｂに重なるように複数の開口部１５ｂが形成され、各信号線引出配
線１１ｃに重なるように複数の開口部１５ｃが形成されている。ここで、絶縁層１５の各
開口部１５ａの周端は、図２及び図５（ｄ）に示すように、各半導体層４ａの周端よりも
内側に配置されている。
【００４０】
　対向基板３０は、図６（ｃ）に示すように、絶縁基板１０ｂ上に格子状に設けられたブ
ラックマトリクス２１と、ブラックマトリクス２１の各格子間にそれぞれ設けられた赤色
層、緑色層及び青色層などの複数の着色層２２と、ブラックマトリクス２１及び各着色層
２２を覆うように設けられた共通電極２３と、共通電極２３上に柱状に設けられたフォト
スペーサ２４と、共通電極２３を覆うように設けられた配向膜（不図示）とを備えている
。
【００４１】
　上記液晶層は、電気光学特性を有するネマチックの液晶材料などにより構成されている
。
【００４２】
　上記構成の液晶表示装置５０では、各画素において、ゲートドライバ（ゲート側ＴＣＰ
４１）から走査信号が走査配線１１ａを介してＴＦＴ５のゲート電極（１１ａ）に送られ
て、ＴＦＴ５がオン状態になったときに、ソースドライバ（ソース側ＴＣＰ４２）から表
示信号が信号配線１６ａを介してソース電極１６ａａに送られて、半導体層４ａ及びドレ
イン電極１６ｂを介して、画素電極１９ａに所定の電荷が書き込まれる。このとき、液晶
表示装置５０では、アクティブマトリクス基板２０ａの各画素電極１９ａと対向基板３０
の共通電極２３との間において電位差が生じ、液晶層、すなわち、各画素の液晶容量、及
びその液晶容量に並列に接続された補助容量６に所定の電圧が印加される。そして、液晶
表示装置５０では、各画素において、液晶層に印加する電圧の大きさによって液晶層の配
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向状態を変えることにより、液晶層の光透過率を調整して画像が表示される。
【００４３】
　次に、本実施形態の液晶表示装置５０の製造方法について、図４～図６を用いて一例を
挙げて説明する。なお、本実施形態の製造方法は、アクティブマトリクス基板作製工程、
対向基板作製工程及び液晶注入工程を備える。
【００４４】
　＜アクティブマトリクス基板作製工程＞
　まず、ガラス基板などの絶縁基板１０ａの基板全体に、スパッタリング法により、例え
ば、チタン膜（厚さ５０ｎｍ程度）、アルミニウム膜（厚さ２００ｎｍ程度）及びチタン
膜（厚さ１５０ｎｍ程度）などを順に積層した後に、その金属積層膜をフォトリソグラフ
ィーを用いてパターニングすることにより、図４（ａ）に示すように、それぞれ、チタン
層Ｇａ、アルミニウム層Ｇｂ及びチタン層Ｇｃの３層からなる走査配線１１ａ、補助容量
配線１１ｂ及び信号線引出配線１１ｃを形成する（走査配線形成工程）。
【００４５】
　続いて、走査配線１１ａ、補助容量配線１１ｂ及び信号線引出配線１１ｃが形成された
基板全体に、ＣＶＤ法により、例えば、窒化シリコン膜（厚さ４００ｎｍ程度、比誘電率
７．０程度）からなるゲート絶縁膜１２、真性アモルファスシリコン膜（厚さ５０ｎｍ～
２００ｎｍ程度）、ｎ＋アモルファスシリコン膜（厚さ４０ｎｍ程度）などを順に積層し
た後に、真性アモルファスシリコン膜及びｎ＋アモルファスシリコン膜の半導体積層膜を
フォトリソグラフィーを用いてパターニングすることにより、図４（ｂ）に示すように、
真性アモルファスシリコン層１３ａ及び１３ｂ、並びにｎ＋アモルファスシリコン層１４
ａ及び１４ｂを形成する（半導体層形成工程）。
【００４６】
　さらに、真性アモルファスシリコン層１３ａ及び１３ｂ、並びにｎ＋アモルファスシリ
コン層１４ａ及び１４ｂが形成された基板全体に、スピンコート法により、例えば、主成
分がポリシロキサン又はシリコーン樹脂からなる有機スピンオンガラス（ＳＯＧ）材料（
１５ｓ）を厚さ１．５μｍ程度に塗布した後に、１５０℃で５分間程度のプリベーク、及
び３５０℃で１時間程度のポストベークを行うことにより、有機ＳＯＧ膜１５ｓを形成す
る。その後、有機ＳＯＧ膜１５ｓをフォトリソグラフィーを用いてパターニングすること
により、図４（ｃ）に示すように、開口部１５ａ、１５ｂ及び１５ｃを有し、比誘電率が
２．５程度の絶縁層１５を形成する（絶縁層形成工程）。ここで、有機ＳＯＧ膜１５ｓの
パターニングには、４フッ化炭素及び酸素の混合ガスを用い、ガスの混合比率や高周波パ
ワーを調整して、真性アモルファスシリコン層及びｎ＋アモルファスシリコン層と有機Ｓ
ＯＧ膜との間に高い選択比が得られる条件でドライエッチングを行う。また、有機ＳＯＧ
膜１５ｓのパターニングには、真性アモルファスシリコン層及びｎ＋アモルファスシリコ
ン層がダメージを受けないように、ｎ＋アモルファスシリコン層上にバリアメタル層を予
め形成してもよい。なお、有機ＳＯＧ材料として、耐熱性の低い感光性を有する有機ＳＯ
Ｇ材料を用いてもよい。この場合には、本発明における塗布型の絶縁膜の材料選択の自由
度を向上させる、という作用効果が有効に奏されると共に、フォトリソグラフィー及びド
ライエッチングの工程を省略することができる。
【００４７】
　そして、絶縁層１５が形成された基板全体に、スパッタリング法により、例えば、アル
ミニウム膜（厚さ２００ｎｍ程度）及びチタン膜（厚さ１００ｎｍ程度）などを順に積層
した後に、その金属積層膜をフォトリソグラフィーを用いてパターニングすることにより
、図４（ｄ）に示すように、それぞれ、アルミニウム層Ｓａ及びチタン層Ｓｂの２層から
なる信号配線１６ａ、ソース電極１６ａａ及びドレイン電極１６ｂを形成して、補助容量
６を形成する（信号配線形成工程）。さらに、図４（ｅ）に示すように、ソース電極１６
ａａ及びドレイン電極１６ｂから露出するｎ＋アモルファスシリコン層１４ａ及び１４ｂ
、並びにその下層の真性アモルファスシリコン層１３ａ及び１３ｂの上層部をドライエッ
チングを用いて除去することにより、真性アモルファスシリコン層１３ａａ及びｎ＋アモ
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ルファスシリコン層１４ａａからなる半導体層４ａ、並びに真性アモルファスシリコン層
１３ｂａ及びｎ＋アモルファスシリコン層１４ｂａからなる半導体層４ｂを形成して、Ｔ
ＦＴ５を形成する。
【００４８】
　引き続いて、ＴＦＴ５及び補助容量６が形成された基板全体に、ＣＶＤ法により、例え
ば、窒化シリコン膜（厚さ１５０ｎｍ～７００ｎｍ程度）を堆積して、図５（ａ）に示す
ように、無機絶縁膜１７を形成する。
【００４９】
　さらに、無機絶縁膜１７が形成された基板全体に、スピンコート法により、例えば、感
光性の有機絶縁膜を厚さ１．０μｍ～３．０μｍ程度に塗布した後に、その塗布膜を露光
及び現像することにより、図５（ｂ）に示すように、コンタクトホール１８ａ及び１８ｂ
を有する有機絶縁層１８を形成する。
【００５０】
　その後、有機絶縁層１８から露出する無機絶縁膜１７をドライエッチングを用いて除去
することにより、図５（ｃ）に示すように、無機絶縁層１７ａを形成する。なお、本実施
形態では、ＴＦＴ５及び画素電極１９ａを電気的に絶縁する層間絶縁膜として、無機絶縁
層１７ａ及び有機絶縁層１８の２層の積層膜を例示したが、無機絶縁層１７ａ又は有機絶
縁層１８の単層膜であってもよい。
【００５１】
　最後に、無機絶縁層１７ａが形成された基板全体に、スパッタリング法により、例えば
、ＩＴＯ（Indium Tin Oxide）膜（厚さ１００ｎｍ程度）などの透明導電膜を堆積した後
に、その透明導電膜をフォトリソグラフィーを用いてパターニングすることにより、図５
（ｄ）に示すように、画素電極１９ａ及び透明導電層１９ｂを形成する。
【００５２】
　以上のようにして、アクティブマトリクス基板２０ａを作製することができる。
【００５３】
　＜対向基板作製工程＞
　まず、ガラス基板などの絶縁基板１０ｂの基板全体に、スピンコート法により、例えば
、黒色に着色された感光性樹脂を塗布した後に、その塗布膜を露光及び現像することによ
り、図６（ａ）に示すように、ブラックマトリクス２１を厚さ１．０μｍ程度に形成する
。
【００５４】
　続いて、ブラックマトリクス２１が形成された基板全体に、スピンコート法により、例
えば、赤色、緑色又は青色に着色された感光性樹脂を塗布した後に、その塗布膜を露光及
び現像することにより、図６（ａ）に示すように、選択した色の着色層２２（例えば、赤
色層）を厚さ２．０μｍ程度に形成する。そして、他の２色についても同様な工程を繰り
返して、他の２色の着色層２２（例えば、緑色層及び青色層）を厚さ２．０μｍ程度に形
成する。
【００５５】
　さらに、各色の着色層２２が形成された基板上に、スパッタリング法により、例えば、
ＩＴＯ膜などの透明導電膜を堆積することにより、図６（ｂ）に示すように、共通電極２
３を厚さ５０ｎｍ～２００ｎｍ程度に形成する。
【００５６】
　最後に、共通電極２３が形成された基板全体に、スピンコート法により、感光性樹脂を
塗布した後に、その塗布膜を露光及び現像することにより、図６（ｃ）に示すように、フ
ォトスペーサ２４を厚さ４μｍ程度に形成する。
【００５７】
　以上のようにして、対向基板３０を作製することができる。
【００５８】
　＜液晶注入工程＞
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　まず、上記アクティブマトリクス基板作製工程で作製されたアクティブマトリクス基板
２０ａ、及び上記対向基板作製工程で作製された対向基板３０の各表面に、印刷法により
ポリイミドの樹脂膜を塗布した後に、その塗布膜に対して焼成及びラビング処理を行うこ
とにより、配向膜を形成する。
【００５９】
　続いて、例えば、上記配向膜が形成された対向基板３０の表面に、ＵＶ（ultraviolet
）硬化及び熱硬化併用型樹脂などからなるシール材を枠状に印刷した後に、シール材の内
側に液晶材料を滴下する。
【００６０】
　さらに、上記液晶材料が滴下された対向基板３０と、上記配向膜が形成されたアクティ
ブマトリクス基板２０ａとを、減圧下で貼り合わせた後に、その貼り合わせた貼合体を大
気圧に開放することにより、その貼合体の表面及び裏面を加圧する。
【００６１】
　そして、上記貼合体に挟持されたシール材にＵＶ光を照射した後に、その貼合体を加熱
することによりシールを硬化させる。
【００６２】
　最後に、上記シール材を硬化させた貼合体を、例えば、ダイシングにより分断して、そ
の不要な部分を除去した後に、アクティブマトリクス基板２０ａの端子領域Ｔに、ゲート
側ＴＣＰ４１及びソース側ＴＣＰ４２などを実装する。
【００６３】
　以上のようにして、本実施形態の液晶表示装置５０を製造することができる。
【００６４】
　以上説明したように、本実施形態のアクティブマトリクス基板２０ａ及びその製造方法
によれば、半導体層形成工程において、ＣＶＤ法を用いて、ゲート絶縁膜１２上に真性ア
モルファスシリコン層１３ａ及びｎ＋アモルファスシリコン層１４ａの半導体層を形成し
た後に、絶縁層形成工程において、走査配線形成工程で形成された各走査配線１１ａと後
に信号配線形成工程で形成される各信号配線１６ａとの間に配置する塗布型の絶縁層１５
を形成するので、塗布型の絶縁層１５を形成するための塗布型の有機ＳＯＧ膜１５ｓにお
いて、例えば、ＣＶＤ工程に耐え得る３００℃以上の耐熱性を有する必要がなくなる。こ
れにより、耐熱性の低い有機ＳＯＧ材料を塗布型の絶縁膜として用いることができるので
、アクティブマトリクス基板２０ａにおいて、各走査配線１１ａと各信号配線１６ａとの
交差部分の容量を低減するために用いる塗布型の絶縁膜の材料選択の自由度を向上させる
ことができる。
【００６５】
　また、本実施形態のアクティブマトリクス基板２０ａによれば、各ＴＦＴ５において、
半導体層４ａ及びゲート電極（１１ａ）の間には、開口部１５ａにより、比較的厚い塗布
型の絶縁層１５が配置せずに、半導体層４ａ及びゲート電極（１１ａ）が比較的薄いゲー
ト絶縁膜１２を介して電気的に絶縁されているので、低消費電力のＴＦＴ５を構成するこ
とができる。
【００６６】
　また、本実施形態のアクティブマトリクス基板２０ａによれば、補助容量６を構成する
補助容量配線１１ｂ及びドレイン電極１６ｂの間には、開口部１５ｂにより、比較的厚い
塗布型の絶縁層１５が配置せずに、補助容量配線１１ｂ及びドレイン電極１６ｂが比較的
薄いゲート絶縁膜１２を介して電気的に絶縁されているので、大容量の補助容量６を構成
することができる。
【００６７】
　また、本実施形態のアクティブマトリクス基板２０ａの製造方法によれば、塗布型の有
機ＳＯＧ膜１５ｓを焼成する際に、ゲート電極（１１ａ）の表面がゲート絶縁膜１２で覆
われているので、焼成雰囲気中の熱や腐食性ガス（例えば、酸素）などからゲート電極（
１１ａ）が保護され、ゲート電極（１１ａ）に酸化し易い材料（例えば、アルミニウム、
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銅又はその合金）を用いることができる。
【００６８】
　《発明の実施形態２》
　図７～図９は、本発明に係るアクティブマトリクス基板及びその製造方法の実施形態２
を示している。具体的に、図７～図９は、本実施形態のアクティブマトリクス基板２０ｂ
の製造工程を断面で示す説明図である。なお、以下の各実施形態において、図１～図６と
同じ部分については同じ符号を付して、その詳細な説明を省略する。
【００６９】
　上記実施形態１では、合計６枚のフォトマスクを用いてアクティブマトリクス基板を製
造する方法を例示したが、本実施形態では、合計５枚のフォトマスクを用いてアクティブ
マトリクス基板を製造する方法を例示する。
【００７０】
　アクティブマトリクス基板２０ｂでは、図９（ｄ）に示すように、上記実施形態１のゲ
ート絶縁膜１２がパターニングされて、ゲート絶縁膜１２ａ、１２ｂ及び１２ｃとなって
いる点以外、上記実施形態１のアクティブマトリクス基板２０ａと実質的に同じになって
いる。
【００７１】
　ゲート絶縁膜１２ａ、１２ｂ及び１２ｃは、それぞれ、図９（ｄ）に示すように、走査
配線１１ａ、補助容量配線１１ｂ及び信号線引出配線１１ｃの各上面を覆うように設けら
れ、場合によれば、走査配線１１ａ、補助容量配線１１ｂ及び信号線引出配線１１ｃから
側方に庇状に突出するように、走査配線１１ａ、補助容量配線１１ｂ及び信号線引出配線
１１ｃ上に積層されている。
【００７２】
　次に、本実施形態のアクティブマトリクス基板２０ｂの製造方法について、図７～図９
を用いて一例を挙げて説明する。
【００７３】
　まず、ガラス基板などの絶縁基板１０ａの基板全体に、図７（ａ）に示すように、スパ
ッタリング法により、例えば、チタン膜Ｇａ（厚さ５０ｎｍ程度）、アルミニウム膜Ｇｂ
（厚さ２００ｎｍ程度）及びチタン膜Ｇｃ（厚さ１５０ｎｍ程度）などを順に積層して金
属積層膜１１を形成した後に、ＣＶＤ法により、例えば、窒化シリコン膜（厚さ４００ｎ
ｍ程度、比誘電率７．０程度）などの無機絶縁膜１２、並びに半導体膜として、真性アモ
ルファスシリコン膜１３（厚さ５０ｎｍ～２００ｎｍ程度）及びｎ＋アモルファスシリコ
ン膜１４（厚さ４０ｎｍ程度）などを順に積層する。
【００７４】
　続いて、ｎ＋アモルファスシリコン膜１４が形成された基板全体に、スピンコート法に
より、例えば、レジスト材料を２μｍ程度に塗布して感光性樹脂膜Ｒを形成した後に、そ
の感光樹脂膜Ｒをハーフトーンの露光が可能なフォトマスクを用いる露光及び現像するこ
とにより、図７（ｂ）に示すように、走査配線１１ａ、補助容量配線１１ｂ及び信号線引
出配線１１ｃとなる部分に重なると共に半導体層４ａとなる部分が相対的に厚く（例えば
、２μｍ程度、相対的に薄い部分は１μｍ程度）なるように、レジストパターンＲａを形
成する。なお、上記ハーフトーンの（露光が可能な）フォトマスクは、透過部、遮光部、
及び中間露光が可能な半透過の膜による半透過部を有し、それらの透過部、遮光部及び半
透過部により、感光性樹脂を完全露光部分、未露光部分及び中間露光部分の３つの露光レ
ベルでそれぞれ露光するように構成されている。また、上記ハーフトーンのフォトマスク
の代わりに、上記半透過部が、複数のスリットにより構成されたグレイトーンのフォトマ
スクを用いてもよい。
【００７５】
　さらに、レジストパターンＲａから露出するｎ＋アモルファスシリコン膜１４、その下
層の真性アモルファスシリコン膜１３及び無機絶縁膜１２を、例えば、ドライエッチング
を用いて除去することにより、図７（ｃ）に示すように、ゲート絶縁膜１２ａ、１２ｂ及



(13) JP 5528475 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

び１２ｃ、真性アモルファスシリコン層１３ａ及び１３ｂ、並びにｎ＋アモルファスシリ
コン膜１４ａ及び１４ｂを形成する（ゲート絶縁膜形成工程）。
【００７６】
　そして、ドライエッチング装置のチャンバ内において、レジストパターンＲａを酸素ガ
スプラズマでアッシングにより薄肉化することにより、レジストパターンＲａをレジスト
パターンＲｂに変成した後に、レジストパターンＲｂから露出するｎ＋アモルファスシリ
コン膜１４ａ及び１４ｂ、並びにその下層の真性アモルファスシリコン層１３ａ及び１３
ｂをエッチングすることにより、図７（ｄ）に示すように、真性アモルファスシリコン層
１３ａｂ及び１３ｂｂ、並びにｎ＋アモルファスシリコン膜１４ａｂ及び１４ｂｂを形成
する（半導体層形成工程）。
【００７７】
　引き続いて、ゲート絶縁膜１２ａ、１２ｂ及び１２ｃから露出する金属積層膜１１をウ
エットエッチングを用いて除去することにより、図８（ａ）に示すように、走査配線１１
ａ、補助容量配線１１ｂ及び信号線引出配線１１ｃを形成する（走査配線形成工程）。
【００７８】
　さらに、走査配線１１ａ、補助容量配線１１ｂ及び信号線引出配線１１ｃが形成された
基板全体に、スピンコート法により、例えば、主成分がポリシロキサン及びシリコーン樹
脂からなる有機スピンオンガラス（ＳＯＧ）材料（１５ｓ）を厚さ１．５μｍ程度に塗布
した後に、１５０℃で５分間程度のプリベーク、及び３５０℃で１時間程度のポストベー
クを行って、有機ＳＯＧ膜１５ｓを形成する。その後、有機ＳＯＧ膜１５ｓをフォトリソ
グラフィーを用いてパターニングすることにより、図８（ｂ）に示すように、開口部１５
ａ、１５ｂ及び１５ｃを有し、比誘電率が２．５程度の絶縁層１５を形成する（絶縁層形
成工程）。
【００７９】
　そして、絶縁層１５が形成された基板全体に、スパッタリング法により、例えば、アル
ミニウム膜（厚さ２００ｎｍ程度）及びチタン膜（厚さ１００ｎｍ程度）などを順に積層
した後に、その金属積層膜をフォトリソグラフィーを用いてパターニングすることにより
、図８（ｃ）に示すように、それぞれ、アルミニウム層Ｓａ及びチタン層Ｓｂの２層から
なる信号配線１６ａ、ソース電極１６ａａ及びドレイン電極１６ｂを形成して、補助容量
６を形成する（信号配線形成工程）。さらに、図８（ｄ）に示すように、ソース電極１６
ａａ及びドレイン電極１６ｂから露出するｎ＋アモルファスシリコン層１４ａｂ及び１４
ｂｂ、並びにその下層の真性アモルファスシリコン層１３ａｂ及び１３ｂｂの上層部をド
ライエッチングを用いて除去することにより、真性アモルファスシリコン層１３ａａ及び
ｎ＋アモルファスシリコン層１４ａａからなる半導体層４ａ、並びに真性アモルファスシ
リコン層１３ｂａ及びｎ＋アモルファスシリコン層１４ｂａからなる半導体層４ｂを形成
して、ＴＦＴ５を形成する。
【００８０】
　引き続いて、ＴＦＴ５及び補助容量６が形成された基板全体に、ＣＶＤ法により、例え
ば、窒化シリコン膜（厚さ１５０ｎｍ～７００ｎｍ程度）を堆積して、図９（ａ）に示す
ように、無機絶縁膜１７を形成する。
【００８１】
　さらに、無機絶縁膜１７が形成された基板全体に、スピンコート法により、例えば、感
光性の有機絶縁膜を厚さ１．０μｍ～３．０μｍ程度に塗布した後に、その塗布膜を露光
及び現像することにより、図９（ｂ）に示すように、コンタクトホール１８ａ及び１８ｂ
を有する有機絶縁層１８を形成する。
【００８２】
　その後、有機絶縁層１８から露出する無機絶縁膜１７をドライエッチングを用いて除去
することにより、図９（ｃ）に示すように、無機絶縁層１７ａを形成する。
【００８３】
　最後に、無機絶縁層１７ａが形成された基板全体に、スパッタリング法により、例えば
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、ＩＴＯ膜（厚さ１００ｎｍ程度）などの透明導電膜を堆積した後に、その透明導電膜を
フォトリソグラフィーを用いてパターニングすることにより、図９（ｄ）に示すように、
画素電極１９ａ及び透明導電層１９ｂを形成する。
【００８４】
　以上のようにして、アクティブマトリクス基板２０ｂを作製することができる。
【００８５】
　以上説明したように、本実施形態のアクティブマトリクス基板２０ｂ及びその製造方法
によれば、半導体層形成工程において、ゲート絶縁膜形成工程で形成されたゲート絶縁膜
１２ａ上に、ＣＶＤ法を用いて、真性アモルファスシリコン層１３ａ及びｎ＋アモルファ
スシリコン層１４ａの半導体層を形成した後に、絶縁層形成工程において、走査配線形成
工程で形成された各走査配線１１ａと後の信号配線形成工程で形成される各信号配線１６
ａとの間に配置する塗布型の絶縁層１５を形成するので、塗布型の絶縁層１５を形成する
ための塗布型の有機ＳＯＧ膜１５ｓにおいて、例えば、ＣＶＤ工程に耐え得る３００℃以
上の耐熱性を有する必要がなくなる。これにより、耐熱性の低い有機ＳＯＧ材料を塗布型
の絶縁膜として用いることができるので、アクティブマトリクス基板２０ｂにおいて、各
走査配線１１ａと各信号配線１６ａとの交差部分の容量を低減するために用いる塗布型の
絶縁膜の材料選択の自由度を向上させることができる。なお、本実施形態のアクティブマ
トリクス基板２０ｂの製造方法によれば、ゲート絶縁膜形成工程でハーフトーンの露光が
可能な１枚目のフォトマスクを用い、絶縁層形成工程で２枚目のフォトマスクを用い、信
号配線形成工程で３枚目のフォトマスクを用い、層間絶縁膜を形成する工程で４枚目のフ
ォトマスクを用い、画素電極を形成する工程で５枚目のフォトマスクを用いるので、合計
５枚のフォトマスクを用いてアクティブマトリクス基板を製造することができ、上記実施
形態１のアクティブマトリクス基板の製造方法よりも製造コストを低減することができる
。
【００８６】
　また、本実施形態のアクティブマトリクス基板２０ｂによれば、ゲート絶縁膜１２ａが
走査配線１１ａから突出してオーバーハング状態に形成され、且つゲート絶縁膜１２ａの
突出した部分を覆うように塗布型の絶縁層１５が設けられているので、ゲート絶縁膜１２
ａのオーバーハングに起因する信号配線１６ａの断線や走査配線１１ａと信号配線１６ａ
との短絡などの発生を抑制することができる。
【００８７】
　《発明の実施形態３》
　図１０は、本実施形態のアクティブマトリクス基板２０ｃの製造工程を断面で示す説明
図である。
【００８８】
　上記各実施形態では、カラーフィルターが対向基板上に設けられたアクティブマトリク
ス基板を例示したが、本実施形態では、カラーフィルターがアクティブマトリクス基板上
に設けられた、いわゆる、カラーフィルターオンアレイ構造のアクティブマトリクス基板
を例示する。
【００８９】
　アクティブマトリクス基板２０ｃでは、図１０（ｃ）に示すように、上記実施形態１の
アクティブマトリクス基板２０ａの有機絶縁層１８（図５（ｄ）参照）の代わりに、ブラ
ックマトリクス７ａ及び着色層７ｂ、それらを覆う無機絶縁層８、並びにフォトスペーサ
９が設けられ、それ以外の構成がアクティブマトリクス基板２０ａと実質的に同じになっ
ている。
【００９０】
　次に、本実施形態のアクティブマトリクス基板２０ｃの製造方法について、図１０を用
いて一例を挙げて説明する。
【００９１】
　まず、上記実施形態１のアクティブマトリクス基板作製工程における信号配線形成工程
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を行って、ＴＦＴ５、補助容量６及び無機絶縁膜１７が形成された基板全体に、スピンコ
ート法により、例えば、黒色に着色された感光性樹脂を塗布した後に、その塗布膜を露光
及び現像することにより、図１０（ａ）に示すように、ブラックマトリクス７ａを厚さ１
．０μｍ程度に形成する。
【００９２】
　続いて、ブラックマトリクス７ａが形成された基板全体に、スピンコート法により、例
えば、赤色、緑色又は青色に着色された感光性樹脂を塗布した後に、その塗布膜を露光及
び現像することにより、図１０（ａ）に示すように、選択した色の着色層７ｂ（例えば、
赤色層）を厚さ２．０μｍ程度に形成する。そして、他の２色についても同様な工程を繰
り返して、他の２色の着色層７ｂ（例えば、緑色層及び青色層）を厚さ２．０μｍ程度に
形成する。
【００９３】
　さらに、各色の着色層７ｂが形成された基板上に、ＣＶＤ法又はスパッタリング法など
により、例えば、窒化シリコン膜（厚さ１５０ｎｍ～７００ｎｍ程度）などの無機絶縁膜
を堆積した後に、図１０（ｂ）に示すように、その無機絶縁膜に対して、フォトリソグラ
フィ及びドライエッチングを用いてパターニングすることにより、着色層の保護層として
、コンタクトホールを有する無機絶縁層８を形成する。
【００９４】
　そして、無機絶縁層８が形成された基板全体に、スパッタリング法により、例えば、Ｉ
ＴＯ膜（厚さ１００ｎｍ程度）などの透明導電膜を堆積した後に、その透明導電膜をフォ
トリソグラフィーを用いてパターニングすることにより、図１０（ｃ）に示すように、画
素電極１９ａ及び透明導電層１９ｂを形成する。
【００９５】
　最後に、画素電極１９ａ及び透明導電層１９ｂが形成された基板全体に、スピンコート
法により、感光性樹脂を塗布した後に、その塗布膜を露光及び現像することにより、図１
０（ｃ）に示すように、フォトスペーサ９を厚さ４μｍ程度に形成する。
【００９６】
　以上のようにして、アクティブマトリクス基板２０ｃを製造することができる。
【００９７】
　なお、アクティブマトリクス基板２０ｃに対向して配置される対向基板については、ガ
ラス基板などの絶縁基板の基板全体に、スパッタリング法により、例えば、ＩＴＯ膜など
の透明導電膜を厚さ５０ｎｍ～２００ｎｍ程度に堆積することにより、製造することがで
きる。
【００９８】
　以上説明したように、本実施形態のアクティブマトリクス基板２０ｃ及びその製造方法
によれば、上記各実施形態と同様に、真性アモルファスシリコン層１３ａ及びｎ＋アモル
ファスシリコン層１４ａの半導体層を形成した後に、塗布型の絶縁層１５を形成するので
、アクティブマトリクス基板２０ｃにおいて、各走査配線１１ａと各信号配線１６ａとの
交差部分の容量を低減するために用いる塗布型の絶縁膜の材料選択の自由度を向上させる
ことができる。
【００９９】
　なお、本実施形態では、上記実施形態１のアクティブマトリクス基板２０ａに対してカ
ラーフィルターオンアレイ構造を適用したが、上記実施形態２のアクティブマトリクス基
板２０ｂに対してカラーフィルターオンアレイ構造を適用してもよい。
【０１００】
　《発明の実施形態４》
　図１１～図１３は、本発明に係るアクティブマトリクス基板及びその製造方法の実施形
態４を示している。具体的に、図１１は、本実施形態のアクティブマトリクス基板２０ｄ
の表示部を示す平面図であり、図１２は、アクティブマトリクス基板２０ｄの配線切り替
え部を示す平面図である。また、図１３は、アクティブマトリクス基板２０ｄの製造工程
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を断面で示す説明図である。
【０１０１】
　上記各実施形態では、画素電極の下層として有機絶縁層１８や着色層７などの有機材料
層が設けられたアクティブマトリクス基板を例示したが、本実施形態では、画素電極の下
層として有機材料層が配置しないアクティブマトリクス基板を例示する。
【０１０２】
　アクティブマトリクス基板２０ｄでは、図１１及び図１３（ｄ）に示すように、ドレイ
ン電極１６ｃが無機絶縁層１７ｂに形成されたコンタクトホール１７ｃａを介して画素電
極１９ｃに接続されているものの、補助容量配線１１ｂに重なっていないので、補助容量
６が補助容量配線１１ｂ及び画素電極１９ｃと、それらの間に配置されたゲート絶縁膜１
２及び無機絶縁層１７ｂとにより構成されている点以外、上記実施形態１のアクティブマ
トリクス基板２０ａと実質的に同じになっている。なお、透明導電層１９ｂは、図１２及
び図１３（ｄ）に示すように、無機絶縁層１７ｂに形成されたコンタクトホール１７ｃｂ
を介して、信号配線１６ａ及び信号線引出配線１１ｃに接続されている。
【０１０３】
　次に、本実施形態のアクティブマトリクス基板２０ｄの製造方法について、図１３を用
いて一例を挙げて説明する。
【０１０４】
　まず、上記実施形態１のアクティブマトリクス基板作製工程における絶縁層形成工程を
行って、絶縁層１５が形成された基板全体に、スパッタリング法により、例えば、アルミ
ニウム膜（厚さ２００ｎｍ程度）及びチタン膜（厚さ１００ｎｍ程度）などを順に積層し
た後に、その金属積層膜をフォトリソグラフィーを用いてパターニングすることにより、
図１３（ａ）に示すように、それぞれ、アルミニウム層Ｓａ及びチタン層Ｓｂの２層から
なる信号配線１６ａ、ソース電極１６ａａ及びドレイン電極１６ｃを形成する（信号配線
形成工程）。さらに、図１３（ｂ）に示すように、ソース電極１６ａａ及びドレイン電極
１６ｃから露出するｎ＋アモルファスシリコン層１４ａ及び１４ｂ、並びにその下層の真
性アモルファスシリコン層１３ａ及び１３ｂの上層部をドライエッチングを用いて除去す
ることにより、真性アモルファスシリコン層１３ａａ及びｎ＋アモルファスシリコン層１
４ａａからなる半導体層４ａ、並びに真性アモルファスシリコン層１３ｂａ及びｎ＋アモ
ルファスシリコン層１４ｂａからなる半導体層４ｂを形成して、ＴＦＴ５を形成する。
【０１０５】
　続いて、ＴＦＴ５が形成された基板全体に、ＣＶＤ法により、例えば、窒化シリコン膜
（厚さ１５０ｎｍ～７００ｎｍ程度）を堆積して、図１３（ｃ）に示すように、無機絶縁
膜１７を形成する。
【０１０６】
　さらに、無機絶縁膜１７をフォトリソグラフィ及びドライエッチングを用いてパターニ
ングすることにより、無機絶縁層１７ｂを形成する。
【０１０７】
　最後に、無機絶縁層１７ｂが形成された基板全体に、スパッタリング法により、例えば
、ＩＴＯ膜（厚さ１００ｎｍ程度）などの透明導電膜を堆積した後に、その透明導電膜を
フォトリソグラフィーを用いてパターニングすることにより、図１３（ｄ）に示すように
、画素電極１９ｃ及び透明導電層１９ｂを形成するとともに、補助容量６を形成する。
【０１０８】
　以上のようにして、アクティブマトリクス基板２０ｄを製造することができる。
【０１０９】
　以上説明したように、本実施形態のアクティブマトリクス基板２０ｄ及びその製造方法
によれば、上記各実施形態と同様に、真性アモルファスシリコン層１３ａ及びｎ＋アモル
ファスシリコン層１４ａの半導体層を形成した後に、塗布型の絶縁層１５を形成するので
、アクティブマトリクス基板２０ｄにおいて、各走査配線１１ａと各信号配線１６ａとの
交差部分の容量を低減するために用いる塗布型の絶縁膜の材料選択の自由度を向上させる
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ことができる。
【０１１０】
　なお、本実施形態では、上記実施形態１のアクティブマトリクス基板２０ａに対して画
素電極の下層が無機絶縁層である構造を適用する変形例を例示したが、上記実施形態２の
アクティブマトリクス基板２０ｂに対して画素電極の下層が無機絶縁層である構造を適用
してもよい。
【０１１１】
　また、上記各実施形態では、各画素において、絶縁層１５の開口部１５ａの周端の少な
くとも一部が半導体層４ａの周端よりも内側に配置されたパターンエッジの構造を観察す
ることにより、半導体層を形成した後に、塗布型の絶縁層を形成する製造方法を確認する
ことができる構成を例示したが、本発明は、絶縁層の開口部の周端が半導体層の周端より
も外側に配置されたパターンエッジの構造であっても、例えば、表示領域の外部にダミー
で設けられた半導体層及び絶縁層の積層構造を観察することにより、本発明の半導体層を
形成した後に、塗布型の絶縁層を形成する製造方法を確認することもできる。
【０１１２】
　また、上記各実施形態では、走査配線１１ａとして、チタン層／アルミニウム層／チタ
ン層の積層構造のものを例示したが、中層の金属層は、銅層やアルミニウム合金層などで
あってもよく、上層及び下層の金属層は、モリブデン層やモリブデン・チタン合金層など
であってもよい。
【０１１３】
　また、上記各実施形態では、信号配線１６ａとして、アルミニウム層／チタン層の積層
構造のものを例示したが、上層の金属層は、銅層やアルミニウム合金層などであってもよ
く、下層の金属層は、モリブデン層やモリブデン・チタン合金層などであってもよい。
【０１１４】
　また、上記各実施形態では、アモルファスシリコンの半導体層を用いたアクティブマト
リクス基板を例示したが、本発明はＺｎＯやＩＧＺＯ（Ｉｎ-Ｇａ-Ｚｎ-Ｏ）などの酸化
物系の半導体層を用いたアクティブマトリクス基板にも適用することができる。
【０１１５】
　また、上記各実施形態では、表示装置として、アクティブマトリクス基板を備えた液晶
表示装置を例示したが、本発明は、有機ＥＬ（Electro Luminescence）表示装置、無機Ｅ
Ｌ表示装置、電気泳動表示装置などの他の表示装置にも適用することができる。
【０１１６】
　また、上記各実施形態では、画素電極に接続されたＴＦＴの電極をドレイン電極とした
アクティブマトリクス基板を例示したが、本発明は、画素電極に接続されたＴＦＴの電極
をソース電極と呼ぶアクティブマトリクス基板にも適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１１７】
　以上説明したように、本発明は、各走査配線と各信号配線との交差部分の容量を低減す
るために用いる塗布型の絶縁膜の材料選択の自由度を向上させることができるので、高フ
レームレートで高精細な画像表示が可能な大型の液晶テレビなどに用いるアクティブマト
リクス基板について有用である。
【符号の説明】
【０１１８】
Ｒ　　　　感光性樹脂膜
Ｒａ　　　第１レジストパターン
Ｒｂ　　　第２レジストパターン
４ａ　　　半導体層
５　　　　ＴＦＴ
１０ａ　　絶縁基板
１１　　　金属積層膜（金属膜）
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１１ａ　　走査配線（ゲート電極）
１１ｂ　　補助容量配線
１２，１２ａ　　　ゲート絶縁膜（無機絶縁膜）
１３　　　真性アモルファスシリコン膜（半導体膜）
１４　　　ｎ＋アモルファスシリコン膜（半導体膜）
１５　　　絶縁層
１５ａ，１５ｂ　　開口部
１５ｓ　　有機ＳＯＧ膜（スピンオンガラス材料）
１６ａ　　信号配線
１６ａａ　　　　　ソース電極
１６ｂ　　ドレイン電極
２０ａ～２０ｄ　　アクティブマトリクス基板

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】
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